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【発行日】平成23年8月4日(2011.8.4)

【公開番号】特開2009-4781(P2009-4781A)
【公開日】平成21年1月8日(2009.1.8)
【年通号数】公開・登録公報2009-001
【出願番号】特願2008-159134(P2008-159134)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月20日(2011.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ型半導体層と、
　ウェル層とバリア層とが少なくとも２回以上交互に積層されてなる活性層と、
　ｐ型半導体層と、
を備え、前記バリア層の厚さは、前記ウェル層の厚さの１０倍～１５倍であることを特徴
とする発光ダイオード。
【請求項２】
　前記バリア層は、前記ｐ型半導体層と隣り合う第１のバリア層と、前記第１のバリア層
を除く残りのバリア層としての第２のバリア層と、から構成され、
　前記第１のバリア層における第１の領域はｎ型不純物でドープされ、第２の領域はアン
ドープされ、前記第２のバリア層の少なくとも１層がｎ型不純物でドープされることを特
徴とする請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項３】
　ｎ型半導体層と、
　ウェル層とバリア層とが少なくとも２回以上交互に積層されてなる活性層と、
　ｐ型半導体層と、
を備え、前記バリア層の厚さは、前記ウェル層の厚さの少なくとも２倍以上であって、
　前記バリア層は、前記ｐ型半導体層と隣り合う第１のバリア層と、前記第１のバリア層
を除く残りのバリア層としての第２のバリア層と、から構成され、
　前記第１のバリア層における第１の領域はｎ型不純物でドープされ、第２の領域はアン
ドープされ、前記第２のバリア層の少なくとも１層がｎ型不純物でドープされることを特
徴とする発光ダイオード。
【請求項４】
　前記第１のバリア層における第１の領域は前記ウェル層と隣り合う領域であり、前記第
２の領域は前記ｐ型半導体層と隣り合う領域であることを特徴とする請求項２又は３に記
載の発光ダイオード。
【請求項５】
　前記第２の領域の厚さは、前記第１の領域の厚さの少なくとも１．５倍以上であること
を特徴とする請求項４に記載の発光ダイオード。
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【請求項６】
　前記第１の領域は、前記第２の領域に近づくにつれて前記ｎ型不純物の濃度が下がるよ
うにドープされることを特徴とする請求項４に記載の発光ダイオード。
【請求項７】
　基板の上にｎ型半導体層を形成するステップと、
　ウェル層とバリア層とが少なくとも２回以上交互に積層して活性層を形成するステップ
と、
　前記活性層の上にｐ型半導体層を形成するステップと、
を含み、前記活性層を形成するステップは、前記バリア層の厚さが前記ウェル層の厚さの
１０倍～１５倍になるように形成するステップを備えることを特徴とする発光ダイオード
の製造方法。
【請求項８】
　前記活性層を形成するステップは、
　前記ｐ型半導体層と隣り合う第１のバリア層は少なくとも一部をｎ型不純物でドープし
、前記第１のバリア層を除く残りのバリア層としての第２のバリア層の少なくとも１層を
ｎ型不純物でドープするステップを含むことを特徴とする請求項７に記載の発光ダイオー
ドの製造方法。
【請求項９】
　基板の上にｎ型半導体層を形成するステップと、
　ウェル層とバリア層とが少なくとも２回以上交互に積層して活性層を形成するステップ
と、
　前記活性層の上にｐ型半導体層を形成するステップと、
を含み、前記活性層を形成するステップは、前記バリア層の厚さが前記ウェル層の厚さの
少なくとも２倍以上になるように形成するステップを備え、
　前記活性層を形成するステップは、
　前記ｐ型半導体層と隣り合う第１のバリア層は少なくとも一部をｎ型不純物でドープし
、前記第１のバリア層を除く残りのバリア層としての第２のバリア層の少なくとも１層を
ｎ型不純物でドープするステップを含むことを特徴とする発光ダイオードの製造方法。
【請求項１０】
　前記第１のバリア層の少なくとも一部をｎ型不純物でドープするステップは、
　前記第１のバリア層が前記ウェル層と隣り合う第１の領域はｎ型不純物でドープし、前
記第１のバリア層が前記ｐ型半導体層と隣り合う第２の領域はアンドープするステップを
含むことを特徴とする請求項８又は９に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１１】
　前記第１のバリア層の少なくとも一部をｎ型不純物でドープするステップは、
　前記第２の領域の厚さが前記第１の領域の厚さの少なくとも１．５倍以上になるように
ドープするステップを含むことを特徴とする請求項１０に記載の発光ダイオードの製造方
法。
【請求項１２】
　前記第１のバリア層の少なくとも一部をｎ型不純物でドープするステップは、
　前記第１の領域を前記第２の領域に近づくにつれて前記ｎ型不純物の濃度が下がるよう
にドープするステップを含むことを特徴とする請求項１０に記載の発光ダイオードの製造
方法。
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